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使用於薄膜技術之高熔點化合物電阻材料
為了降低半導體元件及積體電路之成本、提高其可靠性、改善微電子系統的特性參數，必須研發新的、來源充足且合乎經濟效益的被動元件材料。

烏克蘭科學院材料科學所研發出一系列高熔點化合物材料（RTR型），可用來製作薄膜電阻。在很寬的頻帶內，其電阻額定值（(s）範圍為0.5歐姆/平方至3．106歐姆/平方，同時具有相對上很低的電阻溫度係數（TKS）。

此材料不受到製作方式差異的影響，薄膜電阻參數皆具有良好的穩定性。操作溫度的範圍：4.2—1300絕對溫度。

材料的基本性質列於表一。

RTR型材料所作成的薄膜元件具有令人滿意的黏合特性，能夠良好黏附於基片（晶體矽、玻璃、石英、多晶矽、二氧化矽）上；堅固、能承受多次大範圍的溫度循環（398K～4.4K）；在此溫度的範圍之內，電阻與溫度呈線性關係。

表一

	材料編號
	基本電參數

	
	(s , 

k(/square
	電阻溫度係數

(．106K-1 
	溫度398K，1000小時

(R/R, %

	Kh27K50TM
	0.03—2.00
	((50—100)
	0.5—1.0

	RTR 2422-2
	0.50—4.00
	((15—115)
	0.05—0.50

	RTR 2422-3
	1.00—6.00
	((130—190)
	0.05—0.50

	RTR 2473-1
	1.00—10.00
	((100—200)
	0.05—0.8

	RTR 2473-2
	10.00—20.00
	((150—300)
	0.2—0.5

	RTR 2473-3
	20.00—3000.0
	((100—600)
	0.5—1.0


此材料的用途在於製作混合積體電路與半導體積體電路中的精密耐熱電阻薄膜元件。

它可以應用在低頻（LF）與超高頻（SHF）微電子電路元件製作，特別是液態氮、氧、氦冷卻範圍內的恆溫或非恆溫裝置。

本院已研發出一系列將此材料作成粉末狀、芯條、各種外型尺寸的靶材（target）的技術。

這些材料之TU編號* 列於表二。

表二

	材料編號
	外表
	尺寸，公釐
	TU編號
	製造廠

	Kh27K50TM
	粉末
	0.05—0.2
	09-03-435—76
	DZKhR

	
	芯條
	(=10

(=30—50
	06-300—77
	MF OKTB IPM AN USSR

	
	靶材
	(=125, 160,

180, 200
	06473—81
	MF OKTB IPM AN USSR

	RTR 2422-2
	粉末
	0.01—0.1
	06473—82
	MF OKTB IPM AN USSR

	RTR 2473-2

RTR 2473-3
	粉末
	0.01—0.1
	147M-32-02—82
	MF OKTB IPM AN USSR

	RTR 2473-2

RTR 2473-3
	靶材
	(=125, 160,

180, 200
	147M-32-02—82
	MF OKTB IPM AN USSR


DZKhR—頓內次化學試劑工廠
MF OKTB IPM AN USSR—烏克蘭科學院材料科學所獨立設計局
* [譯註]蘇聯時期的技術條件（technical specifications）





